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^f 1 * (57) Abstract: The invention relates to a method of producing a plate-shaped structure and to the plate-shaped structure thus pro- 
duced, in particular from silicon. The inventive structure comprises at least one substrate (2), a superstate (3) and at least one 
intermediary layer (4) which is disposed between the substrate and the superstrate. The aforementioned intermediary layer (4) com- 
prises at least one base material in which extrinsic molecules or atoms are distributed, which are different from the atoms or molecules 

^sj of said base material. According to the invention, a heat treatment is applied to the plate such that, within the temperature range of 
said heat treatment, the intermediary layer (4) is plastically deformable and the presence of the selected extrinsic molecules or atoms 

^2 in the selected base material causes the irreversible formation of micro-bubbles or micro-cavities (7) in said intermediary layer. 

[Suite sur la page suivante J 



WO 2005/034218 A3 IIIIIHH 



europeen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, 
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, 
SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, 
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 

Publiee : 

— avec rapport de recherche intemationale 



(88) Date de publication du rapport de recherche 

Internationale: 28 juillet 2005 

En ce qui concerne les codes a deux lettres et autres abre'via- 
tions, se referer aux "Notes explicatives relatives aux codes et 
abreviations" figurant au debut de chaque nume'ro ordinaire de 
la Gazette du PCT. 



(57) Abrege : Proc&16 de fabrication d'une structure en forme de plaque, et structure en forme de plaque, en particulier en silicium, 
comprenant au moins un substrat (2), un superstrat (3) et au moins une couche intermediate (4) interposed entre Ie substrat et le 
superstrat, dans lesquels la couche intermSdiaire (4) comprend au moins un materiau de base dans lequel sont nSpartis des atomes 
ou molecules dits extrinseques, diff&rents des atomes ou molecules du mateYiau de base, et dans lesquels on applique un traitement 
thermique a ladite plaque tel que, dans la plage de temperature de ce traitement thermique, la couche interm£diaire (4) est plasti- 
quement deformable et la presence des atomes ou molecules extrinseques choisis dans le materiau de base choisi engendre de facon 
irreversible la formation de micro-bulles ou micro-cavitSs (7) dans la couche intermediaire. 



